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PROCEDE D 1 INTEGRATION D'UNE MEMO I RE DRAM 

La presente invention se rapporte a un procede 
d 1 integration d f une memoire de type DRAM, acronyme pour 
1» expression anglo-saxonne « Dynamic Random Access 
Memory » . 

Chaque cellule memoire DRAM composant la memoire, 
d^finie par une ligne de bit et une ligne de mot, est 
composee d'une capacite de type 

semiconducteur/di^lectrique/semiconducteur pour stocker 
1 1 information binaire et d»un transistor jouant le role 
d'un interrupteur . 

La presente invention concerne plus 

particulierement les architectures de cellule DRAM de 
type « superposee », c'est a dire oil la capacite est 
realisee au-dessus du transistor, entre la ligne de mot 
et la ligne de bit. Une telle architecture est 
representee a la figure 1. 

Le point memoire ainsi represents a la figure 1 
est defini par une ligne de mot 1 et une ligne de bit 
2. II comprend un transistor d'acces 3 de type MOS i avec 
ses implantations 4 de dopants type N + . Un plot de 
contact 5 permet le contact entre le transistor et la 
capacite. La capacite est realisee par litho-gravure en 
faisant une tranchee dans l»oxyde de silicium TEOS 
formant ainsi une couronne 6 pour la capacite. La 
capacite est formee d'une electrode infer ieure elec 1 
et d'une electrode super ieure elec 2, les deux 
electrodes etant separees par un dielectrique 7. Un 
autre plot de contact 8 permet de fa ire le contact 
entre la ligne de bit 2 et le transistor 3. 

Afin d'augmenter la surface developpee par la 
capacite sans augmenter la surface occupee, soit sans 
augmenter la taille de la couronne 6, !• electrode 
inferieure elec 1 est deposee sous forme de grains de 
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polysilicium hemispherique, selon le procede HSG, 
acronyme pour 1* expression anglo-saxonne 

« Hemispherical Grain Polysilicom ». Ce procede permet 
de doubler la surface et done la capacite. En effet : 

C=£.S/E, avec e l'epaisseur du dielectrique, S la 
surface de la capacity et S la constante dielectrique. 

Cependaht, dans une telle architecture , la taille 
de la capacite est limitee par des tolerances 
d^lignement qui sont necessaires au passage du contact 
de la ligne de bit. En effet, tout contact est interdit 
entre la capcite et la ligne de bit. 

Ainsi, lorsqu f on cherche a augmenter la densite 
d 1 integration, c f est-a-dire que l'on cherche a realiser 
davantage de cellules memoire sur une meme unite de 
surface, la realisation du contact 8 de la ligne de bit 
devient problematique 1 • explication est donnee en 
reference a la figure 2. 

En effet, il est necessaire tout d'abord de 
graver une large ouverture 9 dans le plateau 
d 1 electrode superieure elec 2 au milieu des capacites 
pour le passage du contact de la ligne de bit 8. Cette 
€tape de photogravure de 1' electrode superieure met en 
oeuvre un masque specifique appele par la suite 
reticule elec 2 avec des contraintes d'alignement tres 
strictes par rapport aux marques d f alignement du 
reticule elec 1 mis en oeuvre au niveau inferieur pour 
realiser 1' ouverture de la capacite. 

Ainsi, une premiere regie d'alignement de 
1' electrode superieure de la capacite elec 2 par 
rapport a l 1 electrode inferieure elec 1 doit etre 
respectee. Les limites des techniques de 
photolithographie imposent de tenir de compte d'une 
distance minimum referencee a sur le schema de la 
figure 2, de fagon a ce que !• electrode elec 2 ne 
deborde jamais sur 1» electrode elec 1. 
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Une 6tape preliminaire £ I'etape de photogravure 
du contact consiste Sl effectuer un depdt d*oxyde de 
silicium qui yient combler les cylindres des capacites 
ainsi que . I'ouverture realisee dans le plateau 
5 d f electrode * sup§rieure elec 2. Cette etape a pour but 
de planar iser la surface et d'eviter tout contact entre 
la capacite et la ligne de bit. 

On vient alors real iser la gravure du contact* 
Cette £tape necessite de mettre en oeuyre un masque 

10 contact specif ique appele reticule contact. Le reticule 
contact doit lui aussi etre parf aitement aligne de 
f agon a . pouvoir passer le contact parf aitement au 
milieu de l'ouverture 9 pr§cedemment realisee dans le 
plateau d 1 electrode elec 2. Cette condition est imposee 

15 par la necessite de connecter le contact 8 avec un plot 
5 du niveau d 1 interconnexion en tungstene qui permet le 
contact vers le transistor. 

De plus, il faut absolument eviter que la partie 
metallique du contact 8 ait un contact electrique avec 

20 1» Electrode super ieure elec 2 de la capacite. 

Ainsi, une deuxieme regie d'alignement du contact 
par rapport.au plateau d 1 electrode elec 2 doit etre 
respect^e. Cette regie d'alignement impose de prendre 
en compte une distance minimum ref erencee b sur le 
- 25 schema de la figure 2 pour securiser la gravure du 
contact 8 et s' assurer ainsi que le dimensionnel du 
reticule contact est inclus dans le dimensionnel du 
reticule elec 2 utilise pour .graver l f ouverture du 
plateau d f electrode elec 2. 

30 Les regies d f alignement qu' il est necessaire de 

respecter pour realiser le contact 8 de la ligne de bit 
impose done . de prendre en compte des marges 
d'alignement , respectivement a et b, qui sont 
specif iques aux limites des . equipements de 

35 photolithographie utilises. . 
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Cette architecture limite done la capacite 
d' integration des cellules memoire DRAM. En effet, 
toute reduction des dimensions de la cellule reste 
subordonnSe au respect des marges d'alignement qui sont 
5 inherentes aux outils de photolithographie utilises. La 
taille de la capacity se trouve ainsi limitee par les 
deux tolerances d'alignement necessaires au passage du 
contact de la ligne de bit. 

Done, sauf a consid§rer des ameliorations dans 

10 les equipements qui permettent la mise en coincidence 
des masques de gravure d'un niveau par rapport a un 
autre, il n'est pas possible de reduire toutes les 
dimensions dans la cellule memoire et par consequent, 
on perd en densite d 1 integration . 

15 Or, la course a 1 1 integration dans les precedes 

DRAM est un enjeu majeur, notamment en ce qui concerne 
les memoires DRAM embarquees. Ainsi, quelle que soit 
l f application, pour une capacite equivalente, il est 
important que la memoire prenne la place la plus faible 

20 possible sur la puce sur laquelle elle est embarquee, 
afin de pouvoir integrer le maximum de fonctions 
logiques sur la puce. 

Les inconvenients de 1 1 architecture de l f art 
anterieur exposes plus haut sont done un frein au 

25 d^veloppement des applications DRAM en ce sens qu'ils 
limitent la densite d 1 integration des cellules memoire. 

Un autre inconvenient de 1 ' architecture de l'art 
anterieur concerne 1* aspect robustesse du procede de 
mise en Ceuvre. En effet, lorsque le dimensionnel du 

30 reticule elec 2 n'est pas bon ou bien lorsqu'il est 
trop deplace, une boucle de recyclage doit etre mise en 
oeuvre avant de commencer l f etape de gravure. 
L 1 architecture de I'art anterieur entraine done 
6galement des limitations en terme de productivity et 

35 de temps de cycle. 
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Aussi, le but que se propose d'atteindre la 
presente invention est de proposer une architecture de 
m^moire DRAM qui permet d 1 am§liorer la densite 
d 1 integration en gardant la meme capacite tout en 
palliant les inconvenients de l'art anterieur. 

A cet effet, 1 1 invention prevoit la suppression 
du reticule elec 2 dans la realisation du passage du 
contact de la ligne de bit, permettant ainsi notamment 
d*eviter le passage & de nouvelles generations 
d'equipement de photolithographie. L f invention a done 
ggalement un interet en terme de reduction du codt. 

L • architecture de cellule DRAM selon 1 ' invention 
permet ainsi de s'affranchir de la marge d'alignement a 
qu'il est normalement necessaire de respecter lors de 
l'etape de photogravure dii plateau d' Electrode 
superieure elec 2. 

Pour ce fa ire, l 1 ouverture de l f electrode 
superieure elec 2 pour le passage du contact de la 
ligne de bit est auto-definie par rapport a l f electrode 
infer ieure de la capacite elec 1. L f invention permet 
alors de realiser un auto-alignement elec 2 sur elec>l 
et ainsi de realiser la gravure de !• ouverture dans le 
plateau d f electrode superieure elec 2 sans avoir 5 
faire de photo et done en s » af f ranchissant des 
contraintes d'alignement inherentes a la mise en place 
du reticule elec 2 par rapport au niveau inf§rieur. 

De fagon avantageuse, 1 'auto-alignement du 
retrait de la couche d • electrode superieure elec 2 sur 
1' electrode inferieure elec 1 est obtenu par la 
formation d'une difference de topographie a I'endroit 
oil l f ouverture du plateau d' electrode superieure elec 2 
doit etre realisee pour le passage du contact de la 
ligne de bit. 

L' invention concerne done un procede 
d' integration d'une memoire DRAM, ou chaque cellule 
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meraoire, definie par une ligne de bit et une ligne de 
mot, est coraposee d'une capacite de stockage et d'un 
transistor d'acces, lequel procede est caracterise en 
ce qu'il comprend les 6tapes suivantes consistant a : 

a deposer une couche d 1 arret puis une couche 

d'oxyde de silicium ; 
b realiser une photogravure de la couche 
d'oxyde de silicium de fagon a definir des 
cylindres dans lesquels les capacites vont 
etre formees ; 
c deposer une premiere couche de polysilicium 
pour former 1' electrode inferieure des 
capacites ; 

d realiser un polissage mecano-chimique pour 
retirer le polysilicium de ladite premiere 
couche entre les capacites ; 

e effectuer un retrait de la couche d'oxyde de 
silicium de fagon a creer une difference de 
topographie entre chaque electrode inferieure 
et la couche d ! oxyde de silicium ; 

f deposer une couche de dielectrique ; * 

g deposer une deuxieme couche de polysilicium 
dope de fagon a former un plateau 
ininterrompu d 1 electrode superieure, la 
difference de topographie etant alors 
uniquement conservee dans une zone oil il est 
necessaire d'ouvrir ledit plateau d 1 electrode 
superieure pour realiser le passage du 
contact de la ligne de bit ; 

h deposer une troisieme couche de polysilicium 
non dope ; 

i realiser une implantation de dopants trds 
fortement inclinee de la troisidme couche de 
polysilicium non dope de fagon a n'implanter 
que la partie haute de ladite couche situee 
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dans la zone presentant la difference de 
topographie ; 
j effectuer une gravure selective pour retirer 
uniquement la partie de la couche de 
polysilicium non dope situee dans la partie 
basse de ladite zone ; 
k realiser une gravure pour retirer toute la 
partie rest ante de la troisieme couche de 
polysilicium ainsi que la partie de la couche 
d* electrode super ieure situee dans ladite 
partie basse, le retrait de la couche 
d 1 electrode superieure etant alors 

auto-align6 sur l'electrode inferieure. 
D'autres caracteristiques et avantages de 
l f invention apparaitront plus clairement a la lecture 
de la description suivante d'un exemple particulier de 
la realisation, en reference aux figures suivantes dans 
lesquelles : 

la figure 1 est un schema illustrant 
1 " architecture d'une cellule memoire DRAM de 
type « superpos^e » selon l f art anterieur ; 
- la figure 2 est un schema illustrant les 
etapes a mettre en oeuvre pour realiser le 
passage du contact de la ligne de bit dans 
1 9 architecture selon 1 1 art anterieur ; 
les figures 3a 9 sont des schemas illustrant 
les differentes etapes du proc^de selon 
1" invention. 

Les signes de reference des elements en 
commun aux differentes figures sont identiques 
dans toute la demande. 

Les applications numeriques dans la 
description qui va suivre ne sont donnees qu'a 
titre d 1 exemple et ne doivent pas etre comprises 
comme une limitation de la portee de !• invention. 
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Le procSde selon 1 ' invention nec ssite done 
de mettre en oeuvre la suite d 1 operations 
specif iques suivante. On considere ici que les 
transistors d'accSs, les tranchees d f isolation 
servant a isoler les zones actives entre el les 
ainsi que les niveaux d 1 interconnexion en 
tungstene ont dfeja ete realises. 

Ainsi, en r6f6rence, & la figure 3 une 
premidre operation sp^cifique consiste a deposer 
une premiere couche de nitrure de silicium Si 3 N 4 
10, d f une epaisseur de 800 A (Angstrom) par 
exemple, puis une couche d'oxyde de silicium TEOS 
sur une epaisseur de 1,2 \xm (micrometre). Cette 
hauteur de la couche d'oxyde de silicium TEOS 
correspond a la hauteur du cylindre de la 
capacite puisque c f est dans cette couche TEOS que 
l'on va venir graver les cylindres qui definiront 
la capacite de la cellule. 

La fine couche 10 Si 3 N 4 sert de couche 
d 1 arret pour la gravure de la couche TEOS . 

Ces deux couches sont deposees par la mise 
en oeuvre du procede particulier PECVD, acronyme 
pour l 1 expression anglo-saxonne, « Plasma 
Enhanced Chemical Vapor Deposition ». 

La figure 4 montre l f operation suivante de 
photogravure permettant de definir les cylindres 
11 dans lesquels les capacites vont etre formees. 
Cette operation utilise un masque appele reticule 
elec l. La gravure utilisee est une gravure 
seche, c 1 est a dire une gravure utilisant un 
plasma pour attaquer la surface a graver de 
maniere anisotrope. 

L f operation suivante consiste alors a 
deposer une premiere couche de polysilicium pour 
former 1' electrode infSrieure elec 1 de la 
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capacite. Afin d'augmenter la surface developpee 
par la capacite sans augmenter la surface 
occup^e, l 1 electrode elec 1 est deposee sous 
forme de grains de polysilicium hSmisphSriques 
par le proc^de HSG. 

Pour retirer le polysilicium entre les 
differentes capacites, un polissage mecano- 
chimique est effectue. Pour eviter de d§teriorer 
les capacites , on depose de la r§sine qui vient 
remplir les cylindres.il. Ensuite, le polissage 
de la resine et du polysilicium est effectue 
avant de nettoyer la resine restante. L' electrode 
inferieure elec 1 est alors def inie et on obtient 
la structure montree a la figure 5. 

A ce stade, une etape originale du procede 
selon la presente invention consiste a effectuer 
un retrait de la couche d'oxyde de silicium TEOS. 
Ce retrait est effectue par gravure chimique sur 
une hauteur de 4 000 A et cree ainsi une 
difference de topographie entre chaque electrode 
inferieure elec , 1 et la couche d f oxyde de 
silicium TEOS. La prof ondeur du , retrait est 
definit par le temps de gravure, voir figure 6. 

Une fois que ce retrait est effectue, une 
couche de dielectrique, non representee a ,1a 
figure S, est deposee. Le dielectrique choisi est 
le nitrure de silicium pour sa forte 
permittivite. Ce depot k . est precede d'une 
oxydation du polysilicium. Le dielectrique est 
done forme d'un bicouche, une couche d'oxyde est 
une couche de nitrure. 

L 1 operation suivante consiste a deposer une 
deuxieme couche de polysilicium de fagon a former 
l f electrode super ieure de la capacite elec 2. Ce 
depot, sur une epaisseur, de 1 000 A, est trds 
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conforme et est realise en polysilicium dope in 
situ N + . L f electrode super ieure elec 2 const itu 
un plateau ininterrompu d 1 electrode. 

Or, de part la g£ometrie de la cellule et 
les distances inter-elec 1 Dl et D2, apres le 
depot conforme de polysilicium pour definir 
1* electrode elec 2, la difference de topographie 
n'est conservfie que dans une zone r£f6renc§e A 
sur la figure 6, oil il est necessaire d'ouvrir le 
plateau d 1 electrode super ieure elec 2 pour 
realiser le passage du contact de la ligne de 
bit. 

En effet f la couche de polysilicium elec 2 
ayant une epaisseur de 1 000 A, elle remplit 
completement les cylindres des capacites ainsi 
que l'espace inter-elec 1 de largeur Dl, Dl etant 
de l'ordre de 2 000 A. Quant a l'espace inter-elec 
1 de largeur D2, D2 etant de 1 1 ordre de 7 500 A, 
il est beaucoup plus large que Dl et n f est done 
pas entierement bouche par la couche de 
polysilicium elec 2. La difference de topographie 
realisee par le retrait de l'oxyde de silicium 
TEOS est ainsi conservee uniquement dans la zone 
A, soit la zone qu'il est necessaire d f ouvrir 
pour passer le contact de la ligne de bit. 

A ce stade, on souhaite done ouvrir le 
plateau d' electrode super ieure elec 2 pour le 
passage du contact de la ligne de bit dans la 
zone A. 

On cherche done a retirer le polysilicium 
de la couche elec 2 uniquement dans la partie 
basse de la zone A et pas dans la partie haute. 

La figure 7 illustre la suite d 1 operations 
a mettre en oeuvre. Une troisidme couche de 
polysilicium non dope poly3 est deposee sur une 
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epaisseur de 1 500 A. Puis, une implantation 
ionique trds fortement inclinee de la couche de 
polysilicium poly3 est realisee de fagon a 
n'implanter que la partie haute h de la couche de 
polysilicium poly 3 situee dans . la zone A 
presentant la difference de topographie. On 
utilise des dopants de type BF2 par exemple pour 
1 1 implantation. 

La profondeur et 1 • inclinaison de 
1 1 implantation peuvent etre controlees. 

Une gravure selective de type gravure 
humide est alors effectuee. Elle permet un 
retrait selectif de la partie de la couche de 
polysilicium poly3 non dope par rapport a la 
partie de la couche de polysilicium poly3 qui a 
€te implantee a l'etape precedente, voir figure 
8. 

Des solutions humides du type KOH ou NH 4 OH 
peuvent etre utilisees pour le retrait selectif 
des zones non dopees. Seule la partie de la 
couche de polysilicium poly3 situee dans la 
partie basse de la zone A est alors retiree, 

Selon un mode de realisation particulier de 
1' invent ion , l 1 etape d ' implantation de la couche 
de polysilicium poly3 est precedee d'une etape 
supplementaire; Cette etape est necessaire quand 
le procede selon l f invention est applique a la 
realisation de memoire DRAM embarquee. Cette 
etape a pour role d'emp£cher 1 1 implantation de la 
couche de polysilicium poly3 situee dans les 
zones logiques de la puce. . 

Un masque de type MUV, acronyme pour 
1» expression anglo saxonne « Medium Ultra 
violet » est alors mis en oeuvre pour que la 
couche de polysilicium poly3 qui recouvre les 
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circuits logiques ne soit pas implantee. Ainsi, 
lors de 1* etape suivante de retrait sSlectif de 
la couche de polysilicium poly3 non dop£, la 
couche de poly3 recouvrant les zones logiques et 
qui n'a pas et6 implantee grace au masque est 
retiree. La zone a proteger par le masque MUV 
etant grande , cette etape ne sub it pas de 
contraintes d» alignement . 

Enfin, une derniere etape consiste a 
realiser une gravure ionique par plasma de type 
RIE, acronyme pour 1' expression anglo-saxonne 
« Reactive Ion Etching ». Cette gravure peut etre 
realisee de fa?on isotropique ou anisotropique, 
de preference on met en oeuvre une gravure 
isotropique. 

En controlant parfaitement le temps de 
gravure, cette etape permet de retirer toute la 
couche poly3 restante ainsi que la partie de la 
couche d' electrode superieure elec 2 situee dans 
la partie basse de la zone A qui n'est done plus 
recouverte par la couche poly3 suite a 1' etape 
precedente de retrait selectif. La structure 
illustree a la figure 9 est alors obtenue. 

Le retrait de la couche d 1 electrode 
superieure elec 2 situee dans la partie basse de 
la zone A, e'est-a-dire la zone oil 1 f espace 
inter-elec 1 est le plus large et qui est 
destinee a accueillir le passage du contact de la 
ligne de bit, est auto-aligne avec I 1 electrode 
inferieure elec 1. En effet, la distance c du 
retrait de la couche d' Electrode superieure elec 
2 a la couche de polysilicium definissant 
1' electrode elec 1 est donnee par l'epaisseur de 
la couche elec 2. Le retrait de la couche elec 2 
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est done tou jours situe a la meme distance par 
rapport a l''l ctrode inf^rieure elec 1. 

A ce stade, il reste a ouvrir le contact de 
la ligne bit. Soit on comble les cylindres des 
capacites en effectuant un depot d'oxyde de 
silicium directement, soit on realise un espaceur 
nitrure dans la zone o€t le contact doit passer et 
on remplit ensuite avec un depot d'oxyde de 
silicium. 

Un polissage mecano chimique de la couche 
d f oxyde de silicium est alors effectue. Cette 
&tape a pour but de planar iser la surface. 

II reste alors a realiser la photogravure 
du contact. 

Ainsi, le proced6 selon 1 1 invention permet 
d'obtenir un auto-alignement du retrait de la 
couche d f electrode super ieure elec 2 par rapport 
a 1' electrode inferieure elec 1 par la formation 
d'une difference de topographie a l'endroit ou la 
couche elec 2 doit etre ouverte pour le passage 
du contact. II est alors possible par une 
implantation angulaire de faire un retrait 
selectif entre les parties hautes et les parties 
basses. 
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REVENDICATIONS 

1. Procede d 1 integration d'une memoire DRAM, o\i 
chaque cellule memoire, definie par une ligne de bit 
(2) et une ligne de mot (1), est composee d'une 
capacity de stockage et d f un transistor d'acces, lequel 
procede est caracterise en ce qu'il comprend les etapes 
suivantes consistant a : 

a deposer une couche d f arret (10) puis une 

couche d'oxyde de silicium (TEOS) ; 
b realiser une photogravure de la couche 
d'oxyde de silicium (TEOS) de fagon & definir 
des cylindres (11) dans lesquels les 
capacites vont etre formees ; 
c deposer une premiere couche de polysilicium 
pour former 1" electrode inferieure (elec 1) 
des capacites ; 
d realiser un polissage mecano-chimique pour 
retirer le polysilicium de ladite premiere 
couche entre les capacites ; 
e effectuer un retrait de la couche d'oxyde de 
silicium (TEOS) de fagon a creer une 
difference de topographie entre chaque 
Electrode inferieure (elec 1) et la couche 
d'oxyde de silicium (TEOS) ; 
f deposer une couche de dielectrique ; 
g deposer une deuxieme couche de polysilicium 
dope de fagon a former un plateau 
ininterrompu d' electrode superieure (elec 2), 
la difference de topographie etant alors 
uniquement conservee dans une zone (A) ou il 
est necessaire d'ouvrir ledit plateau 
d' electrode superieure (elec 2) pour realiser 
le passage du contact de la ligne de bit ; 
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h deposer une troisieme couche de polysilicium 
non dope (poly3) ; 

i realiser une implantation de dopants tres 
f ortement inclinee de la couche de 
polysilicium non dope (poly3) de fagon a 
n f implanter que la partie haute (h) de ladite 
couche situ£e dans la zone (A) presentant la 
difference de topbgraphie ; 

j effectuer une gravure selective pour retirer 
uniquement la partie de la couche de 
polysilicium non dope (poly3) situee dans la 
partie basse de ladite zone (A) ; 

k realiser une gravure pour retirer toute la 
partie restante de la troisieme couche de 
polysilicium (poly3) ainsi que la partie de 
la couche d f electrode sup^rieure (elec 2) 
situee dans ladite partie basse, le retrait 
de la couche d f electrode superieure (elec 2) 
etant alors auto-aligne sur l f Electrode 
inferieure (elec 1) . 

2. Procede selon la revendication 1 caract^rise 
en ce que l'etape i est precedee d'une £tape 
supplSmentaire dans le cas d'une memoire DRAM embarquee 
consistant a mettre en oeuvre un masque pour que la 
partie de la couche de polysilicium non dope (poly3) 
recouvrant des circuits logiques ne soit pas implantee. 

3. Procede selon la revendication 1 ou . 2 
caracterise en ce que 1' electrode inferieure (elec 1) 
est deposee sous forme de grains de polysilicium 
hemispher iques . 

4 • Proc§de selon la revendication 1 ou 2 
caract§rise en ce que l f etape e est realis^e par 
gravure chimique, la profondeur du retrait 6tant 
determinee par le temps de gravure. 
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5. Procede selon la revendication 1 ou 2 

caracterise en ce que le dielectrique deposS a 1 ' etape 

f est forme d'un bicouche : une couche d f oxyde et une 

couche de nitrure. 
♦ 

5 6. Procede selon la revendication 1 ou 2 

caracterise en ce que 1 1 implantation realisee a I 1 etape 
i est effectuee avec des dopants de type BF 2 . 

7. Procede selon la revendication 1 ou 2 
caracterise en ce que des solutions humides du type KOH 

10 ou NH 4 OH sont utilisees pour realiser le retrait 
selectif de 1 1 etape j. 

8. Procede selon la revendication 1 ou 2 
caracterise en ce que la gravure realisee a l 1 etape k 
est une gravure ionique par plasma. 

is 9. Procede selon la revendication 8, caracterise 

en ce que ladite gravure est realisee de fagon 
isotropique. 

10. Procede selon la revendication 8, caracterise 
en ce que ladite gravure est realis§e de fagon 
20 anisotropique. 
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